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【書類名】明細書 

【発明の名称】基板を保持するためのトップリングおよび基板処理装置 

【技術分野】 

 【０００１】 

 本願は、基板を保持するためのトップリングおよび基板処理装置に関する。本願は、２

０１９年１１月１９日出願の日本特許出願番号第２０１９－２０８８６５号、および２０

２０年１０月１日出願の日本特許出願番号第２０２０－１６７３０６号に基づく優先権を

主張する。日本特許出願番号第２０１９－２０８８６５号および日本特許出願番号第２０

２０－１６７３０６号の明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書を含む全ての開示内容

は、参照により全体として本願に援用される。 

【背景技術】 

 【０００２】 

 半導体デバイスの製造に、基板の表面を平坦化するために化学機械研磨（ＣＭＰ）装置

が使用されている。半導体デバイスの製造に使用される基板は、多くの場合、円板形状で

ある。また、半導体デバイスに限らず、ＣＣＬ基板（Copper Clad Laminate基板）やＰＣ

Ｂ（Printed Circuit Board）基板、フォトマスク基板、ディスプレイパネルなどの四角形

の基板の表面を平坦化する際の平坦度の要求も高まっている。また、ＰＣＢ基板などの電

子デバイスが配置されたパッケージ基板の表面を平坦化することへの要求も高まってい

る。 

 【０００３】 

 化学機械研磨装置などの基板処理装置は、基板を保持するためのトップリングを含む。

例えば特許文献１に記載されているように、トップリングは、回転軸と、回転軸に連結さ

れたフランジ部と、フランジ部に嵌合された多孔質の吸着板と、吸着板の上面に貼り付け

られた遮蔽板とを含む。このトップリングは、真空吸引によって吸着板の微細孔を介して

基板を吸着し、かつ、遮蔽版に圧力を加えることによって基板を研磨パッドに押圧するよ

うに構成される。 

 【０００４】 

 また、化学機械研磨装置などの基板処理装置は、基板を保持するためのトップリングを

含む。例えば特許文献１に記載されているように、トップリングは、回転軸と、回転軸に

連結されたフランジと、フランジの下面中央に形成された開口に嵌合された多孔質の吸着

板と、吸着板の上面に貼り付けられた遮蔽板とを含む。このトップリングは、真空吸引に

よって吸着板の微細孔を介して基板を吸着し、かつ、遮蔽板に圧力を加えることによって

基板を研磨パッドに押圧するように構成される。 

【先行技術文献】 

【特許文献】 

 【０００５】 

  【特許文献１】特許第３６６８５２９号公報 

【発明の概要】 

【発明が解決しようとする課題】 

 【０００６】 

 特許文献１に記載されている技術は、基板を研磨パッドに均一に押圧することができ、

かつコンパクトなトップリングを実現することに関して改善の余地がある。 

 【０００７】 

 すなわち、基板処理装置は、各部品の製造公差に起因して、トップリングまたは研磨パ

ッドが貼り付けられる定盤に傾きが生じる場合がある。これに対して、特許文献１に記載

されているトップリングは、フランジの開口に吸着板が嵌合されている。したがって、ト

ップリングまたは定盤に傾きが生じた場合には、トップリングが保持する基板の被研磨面
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と研磨パッドの研磨面とが平行に接触せず、その結果、基板を均一に研磨パッドに押圧で

きないおそれがある。 

 【０００８】 

 この点に関して、吸着板をフランジの開口に嵌合するのではなく、開口を形成するフラ

ンジの枠状部材と吸着板とを弾性膜を介して接続することが考えられる。これによれば、

トップリングまたは定盤に傾きが生じたとしても、弾性膜の弾性によって吸着板を研磨パ

ッドの研磨面にならわせ、基板を均一に研磨パッドに押圧できると考えられる。 

 【０００９】 

 しかしながら、吸着板から真空吸引するための吸引路をトップリングの枠状部材を通し

て引き回そうとすると、枠状部材のスペースの制約に起因してトップリングの平面サイズ

が大きくなり、トップリングのコンパクト化を妨げるおそれがある。 

 【００１０】 

 そこで、本願は、基板を均一に研磨パッドに押圧することができるトップリングおよび

基板処理装置を提供することを１つの目的としている。 

【課題を解決するための手段】 

 【００１１】 

 一実施形態によれば、基板を保持するためのトップリングであって、回転シャフトに連

結されたベース部材と、前記ベース部材に取り付けられ、前記ベース部材との間に基板を

加圧するための加圧室を形成する弾性膜と、基板を吸着するための基板吸着面および減圧

手段と連通する減圧部を有する多孔質部材を含み、前記弾性膜に保持される基板吸着部材

と、を含む、トップリングが開示される。 

 【００１２】 

 一実施形態によれば、基板を保持するためのトップリングであって、回転シャフトに連

結されたベース部材と、基板を吸着するための基板吸着面および減圧手段と連通する減圧

部を有する多孔質部材、前記多孔質部材の前記基板吸着面とは反対側の面および側面を遮

蔽するように構成された遮蔽部材、および前記ベース部材の少なくとも一部の周囲を囲む

ように前記遮蔽部材に設けられた枠部材、を含む基板吸着部材と、前記ベース部材の前記

枠部材に囲まれた少なくとも一部と前記枠部材とを接続する弾性部材と、を含む、トップ

リングが開示される。 

【図面の簡単な説明】 

 【００１３】 

  【図１】一実施形態による、基板処理装置の全体構成を示す平面図である。 

  【図２】一実施形態による、研磨ユニットの構成を概略的に示す斜視図である。 

  【図３】一実施形態のトップリングを概略的に示す断面図である。 

  【図４】図３の５－５線における断面を示す図である。 

  【図５】一実施形態の基板吸着部材を概略的に示す平面図である。 

  【図６】一実施形態の基板吸着部材を概略的に示す斜視図である。 

  【図７】基板吸着部材の変形例を示す図である。 

  【図８】基板吸着部材の変形例を示す図である。 

  【図９】一実施形態の基板吸着部材を概略的に示す平面図である。 

  【図１０】一実施形態のトップリングの一部を概略的に示す断面図である。 

  【図１１】一実施形態のトップリングを概略的に示す断面図である。 

  【図１２】一実施形態のトップリングを概略的に示す断面図である。 

  【図１３】一実施形態による、基板処理装置の全体構成を示す平面図である。 

  【図１４】一実施形態による、研磨ユニットの構成を概略的に示す斜視図である。 

  【図１５】一実施形態のトップリングを概略的に示す断面図である。 

  【図１６】一実施形態のトップリングを概略的に示す断面斜視図である。 

  【図１７】一実施形態のトップリングを概略的に示す断面図である。 
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  【図１８】一実施形態のトップリングの一部を拡大して概略的に示す断面図である。 

  【図１９】一実施形態の基板のパターン領域および非パターン領域を概略的に示す平

面図、および、一実施形態の基板吸着部材を概略的に示す平面図である。 

  【図２０】一実施形態の基板吸着部材を概略的に示す斜視図である。 

  【図２１】図２０におけるＡＡ領域を拡大した図である。 

【発明を実施するための形態】 

 【００１４】 

 以下に、本発明に係るトップリングおよびトップリングを備える基板処理装置の実施形

態を添付図面とともに説明する。添付図面において、同一または類似の要素には同一また

は類似の参照符号が付され、各実施形態の説明において同一または類似の要素に関する重

複する説明は省略することがある。また、各実施形態で示される特徴は、互いに矛盾しな

い限り他の実施形態にも適用可能である。 

 【００１５】 

 図１は、一実施形態による基板処理装置１０００の全体構成を示す平面図である。図１

に示される基板処理装置１０００は、ロードユニット１００、搬送ユニット２００、研磨

ユニット３００、乾燥ユニット５００、およびアンロードユニット６００を有する。図示

の実施形態において、搬送ユニット２００は、２つの搬送ユニット２００Ａ、２００Ｂを

有し、研磨ユニット３００は、２つの研磨ユニット３００Ａ、３００Ｂを有する。一実施

形態において、これらの各ユニットは、独立に形成することができる。これらのユニット

を独立して形成することで、各ユニットの数を任意に組み合わせることで異なる構成の基

板処理装置１０００を簡易に形成することができる。また、基板処理装置１０００は、制

御装置９００を備え、基板処理装置１０００の各構成要素は制御装置９００により制御さ

れる。一実施形態において、制御装置９００は、入出力装置、演算装置、記憶装置などを

備える一般的なコンピュータから構成することができる。 

 【００１６】 

 ＜ロードユニット＞ 

 ロードユニット１００は、研磨および洗浄などの処理が行われる前の基板ＷＦを基板処

理装置１０００内へ導入するためのユニットである。一実施形態において、ロードユニッ

ト１００は、ＳＭＥＭＡ（Surface Mount Equipment Manufacturers Association）の機械

装置インタフェース規格（IPC-SMEMA-9851）に準拠するように構成される。 

 【００１７】 

 図示の実施形態において、ロードユニット１００の搬送機構は、複数の搬送ローラ２０

２と、搬送ローラ２０２が取り付けられる複数のローラシャフト２０４とを有する。図１

に示される実施形態においては、各ローラシャフト２０４には３つの搬送ローラ２０２が

取り付けられている。基板ＷＦは、搬送ローラ２０２上に配置され、搬送ローラ２０２が

回転することで基板ＷＦが搬送される。ローラシャフト２０４上の搬送ローラ２０２の取

り付け位置は、基板ＷＦを安定的に搬送することができる位置であれば任意とすることが

できる。ただし、搬送ローラ２０２は基板ＷＦに接触するので、処理対象である基板ＷＦ

に接触しても問題の無い領域に搬送ローラ２０２が接触するように配置すべきである。一

実施形態において、ロードユニット１００の搬送ローラ２０２は、導電性ポリマーから構

成することができる。一実施形態において、搬送ローラ２０２は、ローラシャフト２０４

などを介して電気的に接地される。これは、基板ＷＦが帯電して基板ＷＦを損傷すること

を防止するためである。また、一実施形態において、ロードユニット１００に、基板ＷＦ

の帯電を防止するためにイオナイザー（図示せず）を設けてもよい。 

 【００１８】 

 ＜搬送ユニット＞ 
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 図１に示される基板処理装置１０００は、２つの搬送ユニット２００Ａ、２００Ｂを備

えている。２つの搬送ユニット２００Ａ、２００Ｂは同一の構成とすることができるの

で、以下において、一括して搬送ユニット２００として説明する。 

 【００１９】 

 図示の搬送ユニット２００は、基板ＷＦを搬送するための複数の搬送ローラ２０２を備

えている。搬送ローラ２０２を回転させることで、搬送ローラ２０２上の基板ＷＦを所定

の方向に搬送することができる。搬送ユニット２００の搬送ローラ２０２は、導電性ポリ

マーから形成されても、導電性のないポリマーから形成されてもよい。搬送ローラ２０２

は、図示していないモータにより駆動される。基板ＷＦは、搬送ローラ２０２によって基

板受け渡し位置まで搬送される。 

 【００２０】 

 一実施形態において、搬送ユニット２００は、洗浄ノズル２８４を有する。洗浄ノズル

２８４は、図示しない洗浄液の供給源に接続される。洗浄ノズル２８４は、搬送ローラ２

０２によって搬送される基板ＷＦに洗浄液を供給するように構成される。 

 【００２１】 

 ＜研磨ユニット＞ 

 図２は、一実施形態による研磨ユニット３００の構成を概略的に示す斜視図である。図

１に示される基板処理装置１０００は、２つの研磨ユニット３００Ａ、３００Ｂを備えて

いる。２つの研磨ユニット３００Ａ、３００Ｂは同一の構成とすることができるので、以

下において、一括して研磨ユニット３００として説明する。 

 【００２２】 

 図２に示すように、研磨ユニット３００は、研磨テーブル３５０と、研磨対象物である

基板を保持して研磨テーブル３５０上の研磨面に押圧する研磨ヘッドを構成するトップリ

ング３０２とを備えている。研磨テーブル３５０は、テーブルシャフト３５１を介してそ

の下方に配置される研磨テーブル回転モータ（図示せず）に連結されており、テーブルシ

ャフト３５１周りに回転可能になっている。研磨テーブル３５０の上面には研磨パッド３

５２が貼付されており、研磨パッド３５２の表面３５２ａが基板を研磨する研磨面を構成

している。一実施形態において、研磨パッド３５２は、研磨テーブル３５０からの剥離を

容易にするための層を介して貼り付けられてもよい。そのような層は、たとえばシリコー

ン層やフッ素系樹脂層などがあり、例えば特開２０１４－１７６９５０号公報などに記載

されているものを使用してもよい。 

 【００２３】 

 研磨テーブル３５０の上方には研磨液供給ノズル３５４が設置されており、この研磨液

供給ノズル３５４によって研磨テーブル３５０上の研磨パッド３５２上に研磨液が供給さ

れるようになっている。また、図２に示されるように、研磨テーブル３５０およびテーブ

ルシャフト３５１には、研磨液を供給するための通路３５３が設けられている。通路３５

３は、研磨テーブル３５０の表面の開口部３５５に連通している。研磨テーブル３５０の

開口部３５５に対応する位置において研磨パッド３５２は貫通孔３５７が形成されてお

り、通路３５３を通る研磨液は、研磨テーブル３５０の開口部３５５および研磨パッド３

５２の貫通孔３５７から研磨パッド３５２の表面に供給される。なお、研磨テーブル３５

０の開口部３５５および研磨パッド３５２の貫通孔３５７は、１つであっても複数でもよ

い。また、研磨テーブル３５０の開口部３５５および研磨パッド３５２の貫通孔３５７の

位置は任意であるが、一実施形態においては研磨テーブル３５０の中心付近に配置され

る。 

 【００２４】 

 図２には示されていないが、一実施形態において、研磨ユニット３００は、液体、また

は、液体と気体との混合流体、を研磨パッド３５２に向けて噴射するためのアトマイザ３



- 5 - 

 

５８を備える（図１参照）。アトマイザ３５８から噴射される液体は、例えば、純水であ

り、気体は、例えば、窒素ガスである。 

 【００２５】 

 トップリング３０２は、トップリングシャフト１８に接続されており、このトップリン

グシャフト１８は、上下動機構３１９により揺動アーム３６０に対して上下動するように

なっている。このトップリングシャフト１８の上下動により、揺動アーム３６０に対して

トップリング３０２の全体を上下動させ位置決めするようになっている。トップリングシ

ャフト１８は、図示しないトップリング回転モータの駆動により回転するようになってい

る。トップリングシャフト１８の回転により、トップリング３０２がトップリングシャフ

ト１８を中心にして回転するようになっている。なお、トップリングシャフト１８の上端

にはロータリージョイント３２３が取り付けられている。 

 【００２６】 

 なお、市場で入手できる研磨パッドとしては種々のものがあり、例えば、ニッタ・ハー

ス株式会社製のＳＵＢＡ８００（「ＳＵＢＡ」は登録商標）、ＩＣ－１０００、ＩＣ－１

０００／ＳＵＢＡ４００（二層クロス）、フジミインコーポレイテッド社製のＳｕｒｆｉ

ｎ  ｘｘｘ－５、Ｓｕｒｆｉｎ  ０００等（「ｓｕｒｆｉｎ」は登録商標）がある。ＳＵ

ＢＡ８００、Ｓｕｒｆｉｎ  ｘｘｘ－５、Ｓｕｒｆｉｎ  ０００は繊維をウレタン樹脂で

固めた不織布であり、ＩＣ－１０００は硬質の発泡ポリウレタン（単層）である。発泡ポ

リウレタンは、ポーラス（多孔質状）になっており、その表面に多数の微細なへこみまた

は孔を有している。 

 【００２７】 

 トップリング３０２は、その下面に四角形の基板を保持できるようになっている。揺動

アーム３６０は支軸３６２を中心として旋回可能に構成されている。トップリング３０２

は、揺動アーム３６０の旋回により、上述の搬送ユニット２００の基板受け渡し位置と研

磨テーブル３５０の上方との間で移動可能である。トップリングシャフト１８を下降させ

ることで、トップリング３０２を下降させて基板を研磨パッド３５２の表面（研磨面）３

５２ａに押圧することができる。このとき、トップリング３０２および研磨テーブル３５

０をそれぞれ回転させ、研磨テーブル３５０の上方に設けられた研磨液供給ノズル３５４

から、および／または、研磨テーブル３５０に設けられた開口部３５５から研磨パッド３

５２上に研磨液を供給する。このように、基板ＷＦを研磨パッド３５２の研磨面３５２ａ

に押圧して基板の表面を研磨することができる。基板ＷＦの研磨中に、トップリング３０

２が研磨パッド３５２の中心を通過するように（研磨パッド３５２の貫通孔３５７を覆う

ように）、アーム３６０を固定あるいは揺動させてもよい。 

 【００２８】 

 トップリングシャフト１８およびトップリング３０２を上下動させる上下動機構３１９

は、軸受３２１を介してトップリングシャフト１８を回転可能に支持するブリッジ２８

と、ブリッジ２８に取り付けられたボールねじ３２と、支柱１３０により支持された支持

台２９と、支持台２９上に設けられたＡＣサーボモータ３８とを備えている。サーボモー

タ３８を支持する支持台２９は、支柱１３０を介して揺動アーム３６０に固定されてい

る。 

 【００２９】 

 ボールねじ３２は、サーボモータ３８に連結されたねじ軸３２ａと、このねじ軸３２ａ

が螺合するナット３２ｂとを備えている。トップリングシャフト１８は、ブリッジ２８と

一体となって上下動するようになっている。したがって、サーボモータ３８を駆動する

と、ボールねじ３２を介してブリッジ２８が上下動し、これによりトップリングシャフト

１８およびトップリング３０２が上下動する。研磨ユニット３００は、ブリッジ２８の下

面までの距離、すなわちブリッジ２８の位置を検出する位置検出部としての測距センサ７

０を備えている。この測距センサ７０によりブリッジ２８の位置を検出することで、トッ
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プリング３０２の位置を検出することができるようになっている。測距センサ７０は、ボ

ールねじ３２，サーボモータ３８とともに上下動機構３１９を構成している。なお、測距

センサ７０は、レーザ式センサ、超音波センサ、過電流式センサ、もしくはリニアスケー

ル式センサであってもよい。また、測距センサ７０、サーボモータ３８をはじめとする研

磨ユニット内の各機器は、制御装置９００により制御されるように構成される。 

 【００３０】 

 一実施形態による研磨ユニット３００は、研磨パッド３５２の研磨面３５２ａをドレッ

シングするドレッシングユニット３５６を備えている。このドレッシングユニット３５６

は、研磨面３５２ａに摺接されるドレッサ５０と、ドレッサ５０が連結されるドレッサシ

ャフト５１と、ドレッサシャフト５１の上端に設けられたエアシリンダ５３と、ドレッサ

シャフト５１を回転自在に支持する揺動アーム５５とを備えている。ドレッサ５０の下部

はドレッシング部材５０ａにより構成され、このドレッシング部材５０ａの下面には針状

のダイヤモンド粒子が付着している。エアシリンダ５３は、支柱５６により支持された支

持台５７上に配置されており、これらの支柱５６は揺動アーム５５に固定されている。 

 【００３１】 

 揺動アーム５５は図示しないモータに駆動されて、支軸５８を中心として旋回するよう

に構成されている。ドレッサシャフト５１は、図示しないモータの駆動により回転し、こ

のドレッサシャフト５１の回転により、ドレッサ５０がドレッサシャフト５１周りに回転

するようになっている。エアシリンダ５３は、ドレッサシャフト５１を介してドレッサ５

０を上下動させ、ドレッサ５０を所定の押圧力で研磨パッド３５２の研磨面３５２ａに押

圧する。 

 【００３２】 

 研磨パッド３５２の研磨面３５２ａのドレッシングは次のようにして行われる。ドレッ

サ５０はエアシリンダ５３により研磨面３５２ａに押圧され、これと同時に図示しない純

水供給ノズルから純水が研磨面３５２ａに供給される。この状態で、ドレッサ５０がドレ

ッサシャフト５１周りに回転し、ドレッシング部材５０ａの下面（ダイヤモンド粒子）を

研磨面３５２ａに摺接させる。このようにして、ドレッサ５０により研磨パッド３５２が

削り取られ、研磨面３５２ａがドレッシングされる。 

 【００３３】 

 ＜乾燥ユニット＞ 

 乾燥ユニット５００は、基板ＷＦを乾燥させるための装置である。図１に示される基板

処理装置１０００においては、乾燥ユニット５００は、研磨ユニット３００で研磨された

後に、搬送ユニット２００の洗浄部で洗浄された基板ＷＦを乾燥させる。図１に示される

ように、乾燥ユニット５００は、搬送ユニット２００の下流に配置される。 

 【００３４】 

 乾燥ユニット５００は、搬送ローラ２０２上を搬送される基板ＷＦに向けて気体を噴射

するためのノズル５３０を有する。気体は、たとえば圧縮された空気または窒素とするこ

とができる。搬送される基板ＷＦ上の水滴を乾燥ユニット５００によって吹き飛ばすこと

で、基板ＷＦを乾燥させることができる。 

 【００３５】 

 ＜アンロードユニット＞ 

 アンロードユニット６００は、研磨および洗浄などの処理が行われた後の基板ＷＦを基

板処理装置１０００の外へ搬出するためのユニットである。図１に示される基板処理装置

１０００においては、アンロードユニット６００は、乾燥ユニット５００で乾燥された後

の基板を受け入れる。図１に示されるように、アンロードユニット６００は、乾燥ユニッ

ト５００の下流に配置される。 

 【００３６】 
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 一実施形態において、アンロードユニット６００は、ＳＭＥＭＡ（Surface Mount 

Equipment Manufacturers Association）の機械装置インタフェース規格（IPC-SMEMA-

9851）に準拠するように構成される。 

 【００３７】 

 ＜トップリング＞ 

 次に、一実施形態による研磨ユニット３００におけるトップリング３０２について説明

する。図３は、一実施形態のトップリング３０２を概略的に示す断面図である。図３に示

すように、トップリング３０２は、トップリングシャフト（回転シャフト）１８に連結さ

れたベース部材３０１を含む。ベース部材３０１は、具体的には、トップリングシャフト

（回転シャフト）１８に連結されたフランジ３０３と、フランジ３０３の下面に取り付け

られたスペーサ３０４と、スペーサ３０４の下面の周縁部に取り付けられた枠状の上部ガ

イド部材３０５と、上部ガイド部材３０５の下面に取り付けられた枠状の下部ガイド部材

３０６と、を含んで構成される。フランジ３０３と、スペーサ３０４と、上部ガイド部材

３０５は、ボルト３０７によって固定される。上部ガイド部材３０５と下部ガイド部材３

０６は、ボルト３０８によって固定される。 

 【００３８】 

 トップリング３０２は、ベース部材３０１に取り付けられた弾性膜３２０と、弾性膜３

２０に保持された基板吸着部材３３０と、を含む。下部ガイド部材３０６は、基板吸着部

材３３０の周囲を囲むように配置される。弾性膜３２０は、ベース部材３０１との間に基

板ＷＦを加圧するための加圧室３２２を形成する。スペーサ３０４と上部ガイド部材３０

５は、シール材３０９を介して連結されており、これにより、加圧室３２２の気密性を保

っている。弾性膜３２０は、シリコンゴム、ＥＰＤＭ（エチレンプロピレンジエンゴ

ム）、ＦＫＭ（フッ素ゴム）などのゴム材料で形成することができるが、これに限られな

い。弾性膜３２０は、基板ＷＦの搬送時に基板吸着部材３３０および基板ＷＦの重量によ

って弾性膜３２０にかかる荷重に耐えるとともに、後述するストッパ部材３１０および下

部ガイド部材３０６によって基板吸着部材３３０の動きが制限される範囲において破損し

ない強度と、ベース部材３０１に対する基板吸着部材３３０の角度に自由度を持たせるこ

とができる弾性とを有する材料で形成することができる。 

 【００３９】 

 図４は、図３の５－５線における断面を示す図である。図５は、一実施形態の基板吸着

部材を概略的に示す平面図である。図６は、一実施形態の基板吸着部材を概略的に示す斜

視図である。図３－６に示すように、基板吸着部材３３０は、多孔質部材３３４と、遮蔽

部材３３２と、を含む。多孔質部材３３４は、減圧手段（真空源）３１を用いた真空引き

によって基板ＷＦを真空吸着することができる部材であればよく、例えば樹脂ポーラス材

で構成することができる。多孔質部材３３４は、本実施形態では板状に形成されており、

基板ＷＦを吸着するための基板吸着面３３４ａおよび減圧手段（真空源）３１と連通する

減圧部３３４ｂを有する。 

 【００４０】 

 遮蔽部材３３２は、気体の流れを遮蔽することができる気密な部材であればよく、例え

ば比較的軟質なＰＥ（ポリエチレン）、ＰＰ（ポリプロピレン）、ＰＴＦＥ（ポリテトラ

フルオロエチレン）などの樹脂板で形成することができる。遮蔽部材３３２は、本実施形

態では、多孔質部材３３４の基板吸着面３３４ａとは反対側の面３３４ｃおよび側面３３

４ｄを遮蔽するように形成される。しかしながら、遮蔽部材３３２は、少なくとも多孔質

部材３３４の基板吸着面３３４ａとは反対側の面３３４ｃを遮蔽するように形成されてい

ればよい。遮蔽部材３３２を設けることによって、減圧手段（真空源）３１によって多孔

質部材３３４を真空引きした場合に、負圧を基板吸着面３３４ａに効率よく形成すること

ができる。これにより、基板ＷＦを基板吸着部材３３０に確実に吸着することができるの

で、研磨中に基板ＷＦが外側に飛び出す（スリップアウトする）のを防止することができ
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る。図７および図８は、基板吸着部材３３０の変形例を示す図である。図７に示すよう

に、基板吸着部材３３０は、多孔質部材３３４と、多孔質部材３３４の基板吸着面３３４

ａとは反対側の面３３４ｃを遮蔽するように構成された遮蔽部材３３２と、多孔質部材３

３４の側面３３４ｄを遮蔽するように構成されたシール材３３３と、を含んでいてもよ

い。シール材３３３は、耐薬品性接着剤などであってもよく、側面３３４ｄの空隙を埋め

てシールすることができる。この構成によれば、減圧手段（真空源）３１によって多孔質

部材３３４を真空引きした場合に、負圧を基板吸着面３３４ａに効率よく形成することが

できるので、基板ＷＦを基板吸着部材３３０に確実に吸着することができる。また、図８

に示すように、基板吸着部材３３０は、多孔質部材３３４と、多孔質部材３３４の基板吸

着面３３４ａとは反対側の面３３４ｃを遮蔽するように構成された遮蔽部材３３２と、多

孔質部材３３４の側面３３４ｄおよび基板吸着面３３４ａの周縁部を遮蔽するように構成

されたシール材３３３と、を含んでいてもよい。この構成によれば、減圧手段（真空源）

３１によって多孔質部材３３４を真空引きした際の大気ショートパスを軽減することがで

きるので、基板吸着部材３３０に対する基板ＷＦの吸着力を向上させることができる。な

お、本実施形態では基板吸着部材３３０に遮蔽部材３３２が含まれる例を示したが、多孔

質部材３３４のみで基板吸着部材３３０を形成することもできる。その場合、多孔質部材

３３４の基板吸着面３３４ａおよび穴３３６以外の面は、図７および図８における多孔質

部材３３４の側面３３４ｄと同様にシール処置をするのが好ましい。 

 【００４１】 

 遮蔽部材３３２は、多孔質部材３３４を露出させるように形成された穴３３６を含む。

多孔質部材３３４の減圧部３３４ｂは、穴３３６が形成された位置に設けられる。また、

遮蔽部材３３２の端部には、周方向に沿って複数の穴３３８が形成される。穴３３８が形

成された箇所には、後述するストッパ部材３１０が取り付けられる。 

 【００４２】 

 弾性膜３２０は、基板吸着部材３３０の基板吸着面３３４ａとは反対側の面３３２ｃを

覆う中央部３２４と、中央部３２４から基板吸着部材３３０の外側に張り出す端部３２６

と、を含む。端部３２６は、上部ガイド部材３０５と下部ガイド部材３０６との間に挟持

される。弾性膜３２０は、端部３２６が周方向にわたって上部ガイド部材３０５と下部ガ

イド部材３０６との間に固定される。これにより、スペーサ３０４と、上部ガイド部材３

０５と、弾性膜３２０との間に、加圧室３２２が形成される。加圧室３２２は、圧力調整

部３０と連通している。圧力調整部３０は、加圧室３２２に供給する圧力流体の圧力を調

整する圧力調整機能を有している。本実施形態によれば、減圧手段３１を用いて多孔質部

材３３４を負圧にすることによって基板吸着面３３４ａに基板ＷＦを吸着するとともに、

圧力調整部３０によって加圧室３２２を加圧することによって基板ＷＦを研磨パッド３５

２に押圧することができる。 

 【００４３】 

 また、トップリング３０２は、基板吸着部材３３０の上下方向の動きを規制するための

複数のストッパ部材３１０を含む。ストッパ部材３１０は、基板吸着部材３３０の端部に

おいて弾性膜３２０を挟んで基板吸着部材３３０と連結される板状の部材である。ストッ

パ部材３１０は、遮蔽部材３３２の穴３３８にボルト３１２をねじ込むことによって基板

吸着部材３３０と連結される。ストッパ部材３１０は、基板吸着部材３３０よりも外側に

張り出すフランジ部３１１を有する。 

 【００４４】 

 一方、上部ガイド部材３０５と下部ガイド部材３０６は、ストッパ部材３１０のフラン

ジ部３１１と当接してストッパ部材３１０の上下方向の移動を規制する規制面３０５ａ，

３０６ａを有する。基板吸着部材３３０が上方向に移動した際には、フランジ部３１１が

規制面３０５ａに接触して基板吸着部材３３０の上方向の移動が規制される。一方、基板

吸着部材３３０が下方向に移動した際には、フランジ部３１１が規制面３０６ａに接触し



- 9 - 

 

て基板吸着部材３３０の下方向の移動が規制される。これにより、基板吸着部材３３０の

上下方向の移動範囲を所望の範囲に規制することができる。 

 【００４５】 

 本実施形態によれば、基板処理装置１０００を構成する各部品の製造公差などに起因し

て、トップリング３０２または研磨パッド３５２が貼り付けられる研磨テーブル３５０な

どに傾きが生じる場合であっても、基板ＷＦを均一に研磨パッド３５２に押圧することが

できる。すなわち、本実施形態によれば、基板吸着部材３３０は、ベース部材３０１に固

定されるのではなく、弾性膜３２０によって保持されている。このため、仮にトップリン

グ３０２または研磨テーブル３５０に傾きが生じて基板ＷＦが研磨パッド３５２に片当た

りしたとしても、弾性膜３２０の弾性によって基板吸着部材３３０を研磨パッド３５２の

研磨面にならわせ、その結果、基板ＷＦを研磨パッド３５２に平行に接触させることがで

きる。したがって、本実施形態によれば、基板ＷＦを均一に研磨パッド３５２に押圧する

ことができる。 

 【００４６】 

 また、本実施形態では、基板吸着部材３３０の周りに下部ガイド部材３０６が配置され

る。したがって、本実施形態によれば、基板ＷＦの研磨中に基板吸着部材３３０に横方向

にかかる力を下部ガイド部材３０６で支えることができる。また、本実施形態によれば、

基板吸着部材３３０によって基板ＷＦを吸着することができるので、研磨中に基板ＷＦが

外側に飛び出す（スリップアウトする）ことを防止するためのリテーナ部材を設けること

なく、基板ＷＦのスリップアウトを防止することができる。特に、近年の基板ＷＦの薄型

化に伴い、リテーナ部材を設けた場合であっても、基板ＷＦが研磨中にスリップアウトす

るおそれがある。また、基板ＷＦの形状が角型である場合には、研磨中に基板ＷＦの角部

がリテーナ部材と接触して、基板ＷＦまたはトップリングに破損が生じるおそれもある。

これに対して、本実施形態によれば、基板吸着部材３３０によって基板ＷＦを真空吸着し

ながら研磨パッド３５２に押圧することができるので、研磨中の基板ＷＦのスリップアウ

トを防止するとともに、研磨中に基板ＷＦまたはトップリングが破損するのを防止するこ

とができる。 

 【００４７】 

 次に、本実施形態のトップリング３０２の変形例を説明する。図９は、一実施形態の基

板吸着部材を概略的に示す平面図である。図９に示すように、基板吸着部材３３０は、複

数の減圧部３３４ｂを有していてもよい。具体的には、基板吸着部材３３０は、複数の多

孔質部材３３４と、複数の多孔質部材３３４のそれぞれの基板吸着面３３４ａとは反対側

の面３３４ｃを遮蔽するように構成された遮蔽部材３３２と、を含む。遮蔽部材３３２

は、複数の多孔質部材３３４のそれぞれを露出させるように形成された複数の穴３３６を

含む。減圧部３３４ｂは、複数の穴３３６が形成された位置にそれぞれ設けられる。 

 【００４８】 

 このように基板吸着部材３３０に複数の減圧部３３４ｂを設けることにより、基板吸着

部材３３０の全体を減圧手段（真空源）３１によって減圧することができる。その結果、

大型の基板ＷＦであっても基板ＷＦをしっかりと基板吸着部材３３０に吸着することがで

きるので、研磨中に基板ＷＦがトップリング３０２からスリップアウトすることを防止す

ることができる。本実施形態では、複数の多孔質部材３３４のそれぞれに対して１つの減

圧部３３４ｂおよび１つの穴３３６を設ける例を示したが、これに限定されない。例え

ば、図３に示すように１つの多孔質部材３３４を有する基板吸着部材３３０において、遮

蔽部材３３２に複数の穴３３６を形成することによって１つの多孔質部材３３４に対して

複数の減圧部３３４ｂを設けてもよい。この構成によれば、基板ＷＦが大きく多孔質部材

３３４が大きい場合であっても、基板ＷＦを均一に基板吸着部材３３０に吸着することが

できる。 

 【００４９】 
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 次に、本実施形態のトップリング３０２の変形例を説明する。図１０は、一実施形態の

トップリング３０２の一部を概略的に示す断面図である。図１０に示すように、本実施形

態のトップリング３０２は、上部ガイド部材３０５と下部ガイド部材３０６との間に、枠

状の第１の弾性膜スペーサ３１４と、枠状の第２の弾性膜スペーサ３１６と、が上下方向

に設けられる。また、上部ガイド部材３０５の中央部の下面に枠状または環状の弾性膜ホ

ルダ３１８が取り付けられる。第１の弾性膜スペーサ３１４、第２の弾性膜スペーサ３１

６、および弾性膜ホルダ３１８は、ベース部材３０１を構成する部材と見なすことができ

る。 

 【００５０】 

 一方、弾性膜３２０は、複数枚の弾性膜３２０－１、３２０－２、３２０－３、３２０

－４を含んでいる。弾性膜３２０－１、３２０－２、３２０－３、３２０－４はそれぞ

れ、基板吸着部材３３０の基板吸着面３３４ａとは反対側の面３３２ｃに接続される中央

部と、中央部から延びてベース部材３０１の異なる位置に固定される端部と、を含む。 

 【００５１】 

 具体的には、弾性膜３２０－１は、中央部３２０－１ａが基板吸着部材３３０の基板吸

着面３３４ａとは反対側の面３３２ｃに接続され、端部３２０－１ｂが第２の弾性膜スペ

ーサ３１６と下部ガイド部材３０６との間に挟持される。弾性膜３２０－２は、中央部３

２０－２ａが弾性膜３２０－１の中央部３２０－１ａに接続され、端部３２０－２ｂが第

１の弾性膜スペーサ３１４と第２の弾性膜スペーサ３１６との間に挟持される。弾性膜３

２０－３は、中央部３２０－３ａが弾性膜３２０－１の中央部３２０－１ａに接続され、

端部３２０－３ｂが上部ガイド部材３０５と第１の弾性膜スペーサ３１４との間に挟持さ

れる。弾性膜３２０－４は、中央部３２０－４ａが弾性膜３２０－１の中央部３２０－１

ａに接続され、端部３２０－４ｂが上部ガイド部材３０５と弾性膜ホルダ３１８との間に

挟持される。 

 【００５２】 

 このような複数の弾性膜３２０－１、３２０－２、３２０－３、３２０－４の構造によ

って、ベース部材３０１と複数枚の弾性膜３２０－１、３２０－２、３２０－３、３２０

－４との間に、基板ＷＦを加圧するための複数の加圧室３２２ａ、３２２ｂ、３２２ｃ、

３２２ｄが形成される。 

 【００５３】 

 本実施形態によれば、同心状の複数の加圧室３２２ａ、３２２ｂ、３２２ｃ、３２２ｄ

を形成することによって、研磨パッド３５２に対する基板ＷＦの押圧力をエリアごとにコ

ントロールすることができる。また、本実施形態によれば、基板吸着部材３３０がある程

度（各加圧室の圧力差を基板押付圧差に反映できる程度）の弾性を有するため、各加圧室

に異なる圧力を印加させることにより、プロファイルコントロールが可能となる。 

 【００５４】 

 図１１は、一実施形態のトップリング３０２を概略的に示す断面図である。図１１に示

すように、本実施形態のトップリング３０２は、トップリングシャフト（回転シャフト）

１８に連結されたベース部材３０１を含む。ベース部材３０１は、具体的には、トップリ

ングシャフト（回転シャフト）１８に連結されたフランジ３０３と、フランジ３０３の下

面に取り付けられたスペーサ３０４と、スペーサ３０４の下面に取り付けられた板状部材

３０５ａおよび板状部材３０５ａの下面の周縁部に設けられた枠状部材３０５ｂを含む上

部ガイド部材３０５と、枠状部材３０５ｂの下面に取り付けられた枠状の下部ガイド部材

３０６と、を含んで構成される。 

 【００５５】 

 また、トップリング３０２は、ベース部材３０１に取り付けられた弾性膜４０２を含

む。弾性膜４０２は、上部ガイド部材３０５によって形成された空間に設けられたベース

膜４０２ａと、ベース膜４０２ａ上に同心状に形成された複数の隔壁４０２ｂと、を含
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む。複数の隔壁４０２ｂの上端部は、板状部材３０５ａに固定される。これにより、弾性

膜４０２とベース部材３０１との間に基板ＷＦを加圧するための同心状の複数の加圧室４

３４、４３６、４３８が形成される。加圧室４３４、４３６、４３８を形成することによ

って、研磨パッド３５２に対する基板ＷＦの押圧力をエリアごとにコントロールすること

ができる。 

 【００５６】 

 トップリング３０２は、弾性膜４０２に保持される基板保持部材４３０を含む。基板保

持部材４３０は、ベース膜４０２ａの下面に貼り付けることができる。基板保持部材４３

０は、基板ＷＦを保持するための基板保持面４３１ａが鏡面仕上げされている弾性板状部

材４３１を含む。弾性板状部材４３１は、例えばシリコンゴム、ＥＰＤＭ（エチレンプロ

ピレンジエンゴム）、ＦＫＭ（フッ素ゴム）などのゴム材料で形成することができる。基

板保持面４３１ａは、基板ＷＦを保持することができるように鏡面仕上げされている。こ

こで、鏡面仕上げされている面とは、算術平均粗さＲａが５μｍ以下である面のことであ

る。一例では、基板保持部材４３０は、基板保持面４３１ａの算術平均粗さＲａが５μｍ

以下になるように構成された金型を用いて成形することができる。なお、弾性膜４０２と

基板保持部材４３０は同じ材料で一体成形することもできる。この場合、弾性膜４０２と

基板保持部材４３０の貼り付けは不要となる。 

 【００５７】 

 本実施形態によれば、基板保持部材４３０の基板保持面４３１ａを鏡面仕上げすること

によって、基板ＷＦと基板保持面４３１ａとの間の摩擦力を向上させて基板ＷＦを基板保

持面４３１ａに保持することができる。その結果、本実施形態によれば、基板ＷＦの周囲

をガードするためのリテーナ部材を用いることなく、研磨中に基板ＷＦがスリップアウト

するのを防止することができる。 

 【００５８】 

 また、本実施形態では、基板保持部材４３０の周りに下部ガイド部材３０６が配置され

る。したがって、本実施形態によれば、基板ＷＦの研磨中、基板保持部材４３０に横方向

にかかる力を下部ガイド部材３０６で支えることができる。 

 【００５９】 

 基板保持部材４３０には、基板保持面４３１ａと基板保持面４３１ａとは反対側の面と

を貫通する複数の穴４３２が形成される。穴４３２を形成することによって、基板ＷＦを

搬送ユニット２００と研磨ユニット３００との間で搬送する際に加圧室４３６を負圧に切

り替えることによって、基板ＷＦを基板保持部材４３０にチャックすることができる。ま

た、基板ＷＦを研磨して搬送ユニット２００へ搬送した後、穴４３２から例えば空気圧を

加えることによって基板保持部材４３０に保持された基板ＷＦを取り外し易くすることが

できる。 

 【００６０】 

 図１２は、一実施形態のトップリング３０２を概略的に示す断面図である。図１２に示

すトップリング３０２は、図１１に示すトップリング３０２と比較して、弾性膜の構造が

異なり、その他の構造は同様である。したがって、図１１に示すトップリング３０２と異

なる構造のみを説明する。 

 【００６１】 

 図１２に示すように、本実施形態のトップリング３０２は、上部ガイド部材３０５と下

部ガイド部材３０６との間に、枠状の第１の弾性膜スペーサ３１４と、枠状の第２の弾性

膜スペーサ３１６と、が上下方向に設けられる。また、上部ガイド部材３０５の中央部の

下面に枠状または環状の弾性膜ホルダ３１８が取り付けられる。第１の弾性膜スペーサ３

１４、第２の弾性膜スペーサ３１６、および弾性膜ホルダ３１８は、ベース部材３０１を

構成する部材と見なすことができる。 

 【００６２】 
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 弾性膜４２０は、複数枚の弾性膜４２０－１、４２０－２、４２０－３、４２０－４を

含んでいる。弾性膜４２０－１、４２０－２、４２０－３、４２０－４は、基板保持部材

４３０の基板保持面４３１ａとは反対側の面４３１ｂに接続される中央部と、ベース部材

３０１の異なる位置に固定される端部と、を含む。 

 【００６３】 

 具体的には、弾性膜４２０－１は、中央部４２０－１ａが基板保持部材４３０の基板保

持面４３１ａとは反対側の面４３１ｂに接続され、端部４２０－１ｂが第２の弾性膜スペ

ーサ３１６と下部ガイド部材３０６との間に挟持される。弾性膜４２０－２は、中央部４

２０－２ａが弾性膜４２０－１の中央部４２０－１ａに接続され、端部４２０－２ｂが第

１の弾性膜スペーサ３１４と第２の弾性膜スペーサ３１６との間に挟持される。弾性膜４

２０－３は、中央部４２０－３ａが弾性膜４２０－２の中央部４２０－２ａに接続され、

端部４２０－３ｂが上部ガイド部材３０５と第１の弾性膜スペーサ３１４との間に挟持さ

れる。弾性膜４２０－４は、中央部４２０－４ａが弾性膜４２０－３の中央部４２０－３

ａに接続され、端部４２０－４ｂが上部ガイド部材３０５と弾性膜ホルダ３１８との間に

挟持される。なお、弾性膜４２０－１と基板保持部材４３０は、同じ材料で一体成形する

ことができる。この場合、弾性膜４２０－１と基板保持部材４３０の接続は不要となる。 

 【００６４】 

 このような複数の弾性膜４２０－１、４２０－２、４２０－３、４２０－４の構造によ

って、ベース部材３０１と複数枚の弾性膜４２０－１、４２０－２、４２０－３、４２０

－４との間に、基板ＷＦを加圧するための複数の加圧室４３４、４３６、４３８、４４０

が形成される。 

 【００６５】 

 本実施形態によれば、同心状の複数の加圧室４３４、４３６、４３８、４４０を形成す

ることによって、研磨パッド３５２に対する基板ＷＦの押圧力をエリアごとにコントロー

ルすることができる。また、本実施形態によれば、弾性板状部材４３１は厚さを有する

が、ある程度（各加圧室の圧力差を基板押付圧差に反映できる程度）の弾性を有するた

め、各加圧室に異なる圧力を印加させることにより、プロファイルコントロールが可能と

なる。 

 【００６６】 

 図１３は、一実施形態による基板処理装置２－１０００の全体構成を示す平面図であ

る。図１３に示される基板処理装置２－１０００は、ロードユニット２－１００、搬送ユ

ニット２－２００、研磨ユニット２－３００、乾燥ユニット２－５００、およびアンロー

ドユニット２－６００を有する。図示の実施形態において、搬送ユニット２－２００は、

２つの搬送ユニット２－２００Ａ、２－２００Ｂを有し、研磨ユニット２－３００は、２

つの研磨ユニット２－３００Ａ、２－３００Ｂを有する。一実施形態において、これらの

各ユニットは、独立に形成することができる。これらのユニットを独立して形成すること

で、各ユニットの数を任意に組み合わせることで異なる構成の基板処理装置２－１０００

を簡易に形成することができる。また、基板処理装置２－１０００は、制御装置２－９０

０を備え、基板処理装置２－１０００の各構成要素は制御装置２－９００により制御され

る。一実施形態において、制御装置２－９００は、入出力装置、演算装置、記憶装置など

を備える一般的なコンピュータから構成することができる。 

 【００６７】 

 ＜ロードユニット＞ 

 ロードユニット２－１００は、研磨および洗浄などの処理が行われる前の基板ＷＦを基

板処理装置２－１０００内へ導入するためのユニットである。一実施形態において、ロー

ドユニット２－１００は、ＳＭＥＭＡ（Surface Mount Equipment Manufacturers 

Association）の機械装置インタフェース規格（IPC-SMEMA-9851）に準拠するように構成さ

れる。 
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 【００６８】 

 図示の実施形態において、ロードユニット２－１００の搬送機構は、複数の搬送ローラ

２－２０２と、搬送ローラ２－２０２が取り付けられる複数のローラシャフト２－２０４

とを有する。図１３に示される実施形態においては、各ローラシャフト２－２０４には３

つの搬送ローラ２－２０２が取り付けられている。基板ＷＦは、搬送ローラ２－２０２上

に配置され、搬送ローラ２－２０２が回転することで基板ＷＦが搬送される。ローラシャ

フト２－２０４上の搬送ローラ２－２０２の取り付け位置は、基板ＷＦを安定的に搬送す

ることができる位置であれば任意とすることができる。ただし、搬送ローラ２－２０２は

基板ＷＦに接触するので、処理対象である基板ＷＦに接触しても問題の無い領域に搬送ロ

ーラ２－２０２が接触するように配置すべきである。一実施形態において、ロードユニッ

ト２－１００の搬送ローラ２－２０２は、導電性ポリマーから構成することができる。一

実施形態において、搬送ローラ２－２０２は、ローラシャフト２－２０４などを介して電

気的に接地される。これは、基板ＷＦが帯電して基板ＷＦを損傷することを防止するため

である。また、一実施形態において、ロードユニット２－１００に、基板ＷＦの帯電を防

止するためにイオナイザー（図示せず）を設けてもよい。 

 【００６９】 

 ＜搬送ユニット＞ 

 図１３に示される基板処理装置２－１０００は、２つの搬送ユニット２－２００Ａ、２

－２００Ｂを備えている。２つの搬送ユニット２－２００Ａ、２－２００Ｂは同一の構成

とすることができるので、以下において、一括して搬送ユニット２－２００として説明す

る。 

 【００７０】 

 図示の搬送ユニット２－２００は、基板ＷＦを搬送するための複数の搬送ローラ２－２

０２を備えている。搬送ローラ２－２０２を回転させることで、搬送ローラ２－２０２上

の基板ＷＦを所定の方向に搬送することができる。搬送ユニット２－２００の搬送ローラ

２－２０２は、導電性ポリマーから形成されても、導電性のないポリマーから形成されて

もよい。搬送ローラ２－２０２は、図示していないモータにより駆動される。基板ＷＦ

は、搬送ローラ２－２０２によって基板受け渡し位置まで搬送される。 

 【００７１】 

 一実施形態において、搬送ユニット２－２００は、洗浄ノズル２－２８４を有する。洗

浄ノズル２－２８４は、図示しない洗浄液の供給源に接続される。洗浄ノズル２－２８４

は、搬送ローラ２－２０２によって搬送される基板ＷＦに洗浄液を供給するように構成さ

れる。 

 【００７２】 

 ＜研磨ユニット＞ 

 図１４は、一実施形態による研磨ユニット２－３００の構成を概略的に示す斜視図であ

る。図１３に示される基板処理装置２－１０００は、２つの研磨ユニット２－３００Ａ、

２－３００Ｂを備えている。２つの研磨ユニット２－３００Ａ、２－３００Ｂは同一の構

成とすることができるので、以下において、一括して研磨ユニット２－３００として説明

する。 

 【００７３】 

 図１４に示すように、研磨ユニット２－３００は、研磨テーブル２－３５０と、研磨対

象物である基板を保持して研磨テーブル２－３５０上の研磨面に押圧する研磨ヘッドを構

成するトップリング２－３０２とを備えている。研磨テーブル２－３５０は、テーブルシ

ャフト２－３５１を介してその下方に配置される研磨テーブル回転モータ（図示せず）に

連結されており、テーブルシャフト２－３５１周りに回転可能になっている。研磨テーブ

ル２－３５０の上面には研磨パッド２－３５２が貼付されており、研磨パッド２－３５２

の表面２－３５２ａが基板を研磨する研磨面を構成している。一実施形態において、研磨
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パッド２－３５２は、研磨テーブル２－３５０からの剥離を容易にするための層を介して

貼り付けられてもよい。そのような層は、たとえばシリコーン層やフッ素系樹脂層などが

あり、例えば特開２０１４－１７６９５０号公報などに記載されているものを使用しても

よい。 

 【００７４】 

 研磨テーブル２－３５０の上方には研磨液供給ノズル２－３５４が設置されており、こ

の研磨液供給ノズル２－３５４によって研磨テーブル２－３５０上の研磨パッド２－３５

２上に研磨液が供給されるようになっている。また、図１４に示されるように、研磨テー

ブル２－３５０およびテーブルシャフト２－３５１には、研磨液を供給するための通路２

－３５３が設けられている。通路２－３５３は、研磨テーブル２－３５０の表面の開口部

２－３５５に連通している。研磨テーブル２－３５０の開口部２－３５５に対応する位置

において研磨パッド２－３５２には貫通孔２－３５７が形成されており、通路２－３５３

を通る研磨液は、研磨テーブル２－３５０の開口部２－３５５および研磨パッド２－３５

２の貫通孔２－３５７から研磨パッド２－３５２の表面に供給される。なお、研磨テーブ

ル２－３５０の開口部２－３５５および研磨パッド２－３５２の貫通孔２－３５７は、１

つであっても複数でもよい。また、研磨テーブル２－３５０の開口部２－３５５および研

磨パッド２－３５２の貫通孔２－３５７の位置は任意であるが、一実施形態においては研

磨テーブル２－３５０の中心付近に配置される。 

 【００７５】 

 図１４には示されていないが、一実施形態において、研磨ユニット２－３００は、液

体、または、液体と気体との混合流体、を研磨パッド２－３５２に向けて噴射するための

アトマイザ２－３５８を備える（図１３参照）。アトマイザ２－３５８から噴射される液

体は、例えば、純水であり、気体は、例えば、窒素ガスである。 

 【００７６】 

 トップリング２－３０２は、トップリングシャフト２－１８に接続されており、このト

ップリングシャフト２－１８は、上下動機構２－３１９により揺動アーム２－３６０に対

して上下動するようになっている。このトップリングシャフト２－１８の上下動により、

揺動アーム２－３６０に対してトップリング２－３０２の全体を上下動させ位置決めする

ようになっている。トップリングシャフト２－１８は、図示しないトップリング回転モー

タの駆動により回転するようになっている。トップリングシャフト２－１８の回転によ

り、トップリング２－３０２がトップリングシャフト２－１８を中心にして回転するよう

になっている。 

 【００７７】 

 トップリング２－３０２は、その下面に四角形の基板を保持できるようになっている。

揺動アーム２－３６０は支軸２－３６２を中心として旋回可能に構成されている。トップ

リング２－３０２は、揺動アーム２－３６０の旋回により、上述の搬送ユニット２－２０

０の基板受け渡し位置と研磨テーブル２－３５０の上方との間で移動可能である。トップ

リングシャフト２－１８を下降させることで、トップリング２－３０２を下降させて基板

を研磨パッド２－３５２の表面（研磨面）２－３５２ａに押圧することができる。このと

き、トップリング２－３０２および研磨テーブル２－３５０をそれぞれ回転させ、研磨テ

ーブル２－３５０の上方に設けられた研磨液供給ノズル２－３５４から、および／また

は、研磨テーブル２－３５０に設けられた開口部２－３５５から研磨パッド２－３５２上

に研磨液を供給する。このように、基板ＷＦを研磨パッド２－３５２の研磨面２－３５２

ａに押圧して基板の表面を研磨することができる。基板ＷＦの研磨中に、トップリング３

０２が研磨パッド２－３５２の中心を通過するように（研磨パッド２－３５２の貫通孔２

－３５７を覆うように）、アーム２－３６０を固定あるいは揺動させてもよい。 

 【００７８】 
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 トップリングシャフト２－１８およびトップリング２－３０２を上下動させる上下動機

構２－３１９は、軸受２－３２１を介してトップリングシャフト２－１８を回転可能に支

持するブリッジ２－２８と、ブリッジ２－２８に取り付けられたボールねじ２－３２と、

支柱２－１３０により支持された支持台２－２９と、支持台２－２９上に設けられたＡＣ

サーボモータ２－３８とを備えている。サーボモータ２－３８を支持する支持台２－２９

は、支柱２－１３０を介して揺動アーム２－３６０に固定されている。 

 【００７９】 

 ボールねじ２－３２は、サーボモータ２－３８に連結されたねじ軸２－３２ａと、この

ねじ軸２－３２ａが螺合するナット２－３２ｂとを備えている。トップリングシャフト２

－１８は、ブリッジ２－２８と一体となって上下動するようになっている。したがって、

サーボモータ２－３８を駆動すると、ボールねじ２－３２を介してブリッジ２－２８が上

下動し、これによりトップリングシャフト２－１８およびトップリング２－３０２が上下

動する。 

 【００８０】 

 一実施形態による研磨ユニット２－３００は、研磨パッド２－３５２の研磨面２－３５

２ａをドレッシングするドレッシングユニット２－３５６を備えている。このドレッシン

グユニット２－３５６は、研磨面２－３５２ａに摺接されるドレッサ２－５０と、ドレッ

サ２－５０が連結されるドレッサシャフト２－５１と、ドレッサシャフト２－５１の上端

に設けられたエアシリンダ２－５３と、ドレッサシャフト２－５１を回転自在に支持する

揺動アーム２－５５とを備えている。ドレッサ２－５０の下部はドレッシング部材２－５

０ａにより構成され、このドレッシング部材２－５０ａの下面には針状のダイヤモンド粒

子が付着している。エアシリンダ２－５３は、支柱２－５６により支持された支持台２－

５７上に配置されており、これらの支柱２－５６は揺動アーム２－５５に固定されてい

る。 

 【００８１】 

 揺動アーム２－５５は図示しないモータに駆動されて、支軸２－５８を中心として旋回

するように構成されている。ドレッサシャフト２－５１は、図示しないモータの駆動によ

り回転し、このドレッサシャフト２－５１の回転により、ドレッサ２－５０がドレッサシ

ャフト２－５１周りに回転するようになっている。エアシリンダ２－５３は、ドレッサシ

ャフト２－５１を介してドレッサ２－５０を上下動させ、ドレッサ２－５０を所定の押圧

力で研磨パッド２－３５２の研磨面２－３５２ａに押圧する。 

 【００８２】 

 研磨パッド２－３５２の研磨面２－３５２ａのドレッシングは次のようにして行われ

る。ドレッサ２－５０はエアシリンダ２－５３により研磨面２－３５２ａに押圧され、こ

れと同時に図示しない純水供給ノズルから純水が研磨面２－３５２ａに供給される。この

状態で、ドレッサ２－５０がドレッサシャフト２－５１周りに回転し、ドレッシング部材

２－５０ａの下面（ダイヤモンド粒子）を研磨面２－３５２ａに摺接させる。このように

して、ドレッサ２－５０により研磨パッド２－３５２が削り取られ、研磨面２－３５２ａ

がドレッシングされる。 

 【００８３】 

 ＜乾燥ユニット＞ 

 乾燥ユニット２－５００は、基板ＷＦを乾燥させるための装置である。図１３に示され

る基板処理装置２－１０００においては、乾燥ユニット２－５００は、研磨ユニット２－

３００で研磨された後に、搬送ユニット２－２００の洗浄部で洗浄された基板ＷＦを乾燥

させる。図１３に示されるように、乾燥ユニット２－５００は、搬送ユニット２－２００

の下流に配置される。乾燥ユニット２－５００は、搬送ローラ２－２０２上を搬送される

基板ＷＦに向けて気体を噴射するためのノズル２－５３０を有する。気体は、たとえば圧
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縮された空気または窒素とすることができる。搬送される基板ＷＦ上の水滴を乾燥ユニッ

ト２－５００によって吹き飛ばすことで、基板ＷＦを乾燥させることができる。 

 【００８４】 

 ＜アンロードユニット＞ 

 アンロードユニット２－６００は、研磨および洗浄などの処理が行われた後の基板ＷＦ

を基板処理装置２－１０００の外へ搬出するためのユニットである。図１３に示される基

板処理装置２－１０００においては、アンロードユニット２－６００は、乾燥ユニット２

－５００で乾燥された後の基板を受け入れる。図１３に示されるように、アンロードユニ

ット２－６００は、乾燥ユニット２－５００の下流に配置される。一実施形態において、

アンロードユニット２－６００は、ＳＭＥＭＡ（Surface Mount Equipment Manufacturers 

Association）の機械装置インタフェース規格（IPC-SMEMA-9851）に準拠するように構成さ

れる。 

 【００８５】 

 ＜トップリング＞ 

 次に、一実施形態による研磨ユニット２－３００におけるトップリング２－３０２につ

いて説明する。図１５は、一実施形態のトップリング２－３０２を概略的に示す断面図で

ある。図１５に示すように、トップリング２－３０２は、トップリングシャフト（回転シ

ャフト）２－１８に連結されたベース部材２－３０１を含む。ベース部材２－３０１は、

具体的には、トップリングシャフト２－１８に連結されたフランジ２－３０３と、フラン

ジ２－３０３の下部に設けられた上部ガイド部材２－３０５と、上部ガイド部材２－３０

５の下部に設けられた下部ガイド部材２－３０６と、を含む。上部ガイド部材２－３０５

は、フランジ２－３０３の平面サイズよりも小さな平面サイズを有し、フランジ２－３０

３の下面から下方に突出している。下部ガイド部材２－３０６は、上部ガイド部材２－３

０５の下面の周縁部に枠状に設けられている。なお、上部ガイド部材２－３０５またはフ

ランジ２－３０３の平面サイズとは、上部ガイド部材２－３０５またはフランジ２－３０

３を平面視した（トップリングシャフト２－１８に沿った方向から見た）ときの上部ガイ

ド部材２－３０５またはフランジ２－３０３の大きさのことである。 

 【００８６】 

 また、トップリング２－３０２は、被研磨面を下方に向けた状態の基板ＷＦの裏面を吸

着するための基板吸着部材２－３３０を含む。基板吸着部材２－３３０は、ベース部材２

－３０１の下方に配置される。基板吸着部材２－３３０は、多孔質部材２－３３４を含

む。多孔質部材２－３３４は、減圧手段（真空源）２－３１を用いた真空引きによって基

板ＷＦを真空吸着することができる部材であればよく、例えばＰＥ（ポリエチレン）、Ｐ

Ｐ（ポリプロピレン）、ＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）、またはＰＶＣ（ポリ

塩化ビニル）などの樹脂に多数の細孔が形成された樹脂ポーラス材で構成することができ

る。多孔質部材２－３３４は、本実施形態では板状に形成されており、基板ＷＦを吸着す

るための基板吸着面２－３３４ａおよび減圧手段（真空源）２－３１と連通する減圧部２

－３３４ｂを有する。 

 【００８７】 

 また、基板吸着部材２－３３０は、遮蔽部材２－３３２を含む。遮蔽部材２－３３２

は、気体の流れを遮蔽することができる気密な部材であればよく、例えば比較的軟質なＰ

Ｅ（ポリエチレン）、ＰＰ（ポリプロピレン）、ＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレ

ン）、またはＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）などの樹脂板で形成することができる。遮蔽部材

２－３３２は、本実施形態では、多孔質部材２－３３４の基板吸着面２－３３４ａとは反

対側の面２－３３４ｃおよび側面２－３３４ｄを遮蔽するように形成される。遮蔽部材２

－３３２は、多孔質部材２－３３４と連通するように形成された吸引孔２－３３６を含

む。減圧部２－３３４ｂは、吸引孔２－３３６が形成された位置に設けられる。本実施形

態では、吸引孔２－３３６は、多孔質部材２－３３４の側面２－３３４ｄに連通するよう
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に遮蔽部材２－３３２に形成されており、減圧部２－３３４ｂは側面２－３３４ｄに設け

られている。吸引孔２－３３６の一方の端部は多孔質部材２－３３４の側面２－３３４ｄ

に接続され、他方の端部は吸引路２－３１２を介して減圧手段２－３１に接続される。 

 【００８８】 

 遮蔽部材２－３３２を設けることによって、減圧手段（真空源）２－３１によって多孔

質部材２－３３４を真空引きした場合に、負圧を基板吸着面２－３３４ａに効率よく形成

することができる。これにより、基板ＷＦを基板吸着部材２－３３０に確実に吸着するこ

とができるので、基板ＷＦの周囲にリテーナ部材を設けることなく、研磨中に基板ＷＦが

外側に飛び出す（スリップアウトする）のを防止することができる。特に、近年の基板Ｗ

Ｆの薄型化に伴い、リテーナ部材を設けた場合であっても、基板ＷＦが研磨中にスリップ

アウトするおそれがある。また、基板ＷＦの形状が角型である場合には、研磨中に基板Ｗ

Ｆの角部がリテーナ部材と接触して、基板ＷＦまたはトップリングに破損が生じるおそれ

もある。これに対して、本実施形態によれば、基板吸着部材２－３３０によって基板ＷＦ

を真空吸着しながら研磨パッド２－３５２に押圧することができるので、研磨中の基板Ｗ

Ｆのスリップアウトを防止するとともに、研磨中に基板ＷＦまたはトップリングが破損す

るのを防止することができる。 

 【００８９】 

 さらに、本実施形態では、多孔質部材２－３３４の側面２－３３４ｄに減圧部２－３３

４ｂが設けられているので、基板ＷＦの研磨プロファイルを均一にすることができる。す

なわち、減圧部２－３３４ｂが設けられている場所は、減圧手段２－３１によって真空引

きされるので局所的に負圧となる。ここで、減圧部２－３３４ｂが、多孔質部材２－３３

４の基板吸着面２－３３４ａとは反対側の面２－３３４ｃに設けられている場合には、そ

の場所が局所的に負圧となるので他の場所と比べて基板ＷＦへの押圧力が作用し難くな

り、その結果、研磨プロファイルが不均一になるおそれがある。これに対して、本実施形

態では、多孔質部材２－３３４の側面２－３３４ｄに減圧部２－３３４ｂが設けられてい

るので、多孔質部材２－３３４の基板吸着面２－３３４ａとは反対側の面２－３３４ｃに

は局所的な負圧が生じ難いので、基板ＷＦの研磨プロファイルを均一にすることができ

る。 

 【００９０】 

 図１５に示すように、基板吸着部材２－３３０は、ベース部材２－３０１の少なくとも

一部（具体的には、上部ガイド部材２－３０５および下部ガイド部材２－３０６）の周囲

を囲むように遮蔽部材２－３３２に設けられた枠部材２－３４４を含む。枠部材２－３４

４は、遮蔽部材２－３３２の上面の周縁部に枠状に設けられた下部枠部材２－３４３と、

下部枠部材２－３４３の上に設けられた枠状の上部枠部材２－３４２と、を含む。下部枠

部材２－３４３と遮蔽部材２－３３２は、シール材２－３４１を介して連結されている。

なお、本実施形態では、シール材２－３４１は、基板吸着部材２－３３０の上面を覆う膜

状に形成されるが、これに限らず、下部枠部材２－３４３と遮蔽部材２－３３２とをシー

ルするための周縁部のみを有する枠形状であってもよい。 

 【００９１】 

 上部枠部材２－３４２は、ベース部材２－３０１（具体的には上部ガイド部材２－３０

５）の方向に突出する枠部材突起２－３４２ａを含む。また、上部ガイド部材２－３０５

は、枠部材突起２－３４２ａとは異なる高さ位置において上部枠部材２－３４２の方向に

突出するガイド部材突起２－３０５ａを含む。枠部材突起２－３４２ａとガイド部材突起

２－３０５ａは、トップリング２－３０２を平面視したときに所定の領域において相互に

オーバーラップしている。したがって、枠部材突起２－３４２ａとガイド部材突起２－３

０５ａとの接触によって基板吸着部材２－３３０の高さ方向の動きを規制することができ

る。 

 【００９２】 
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 基板吸着部材２－３３０は、ベース部材２－３０１の枠部材２－３４４に囲まれた少な

くとも一部と枠部材２－３４４とを接続する弾性部材２－３４０を含む。具体的には、弾

性部材２－３４０は、上部ガイド部材２－３０５と下部ガイド部材２－３０６との間に挟

持される内側端部２－３４０ａと、下部枠部材２－３４３と上部枠部材２－３４２との間

に挟持される外側端部２－３４０ｂと、を有する枠状の板部材である。弾性部材２－３４

０は、シリコンゴム、ＥＰＤＭ（エチレンプロピレンジエンゴム）、ＦＫＭ（フッ素ゴ

ム）などのゴム材料で形成することができるが、これに限られない。 

 【００９３】 

 図１５に示すように、トップリング２－３０２は、ベース部材２－３０１と基板吸着部

材２－３３０との間に基板ＷＦを加圧するための複数の加圧室を形成するように構成され

た弾性膜２－３２０を含む。具体的には、弾性膜２－３２０は、面積が異なり積層する複

数枚の弾性膜２－３２０－１、２－３２０－２、２－３２０－３を含んでいる。弾性膜２

－３２０－１、２－３２０－２、２－３２０－３はそれぞれ、遮蔽部材２－３３２の上面

に接触する中央部と、中央部から延びて上部ガイド部材２－３０５の下面の異なる位置に

固定される端部と、を含む。複数の弾性膜２－３２０－１、２－３２０－２、２－３２０

－３によって、ベース部材２－３０１と複数枚の弾性膜２－３２０－１、２－３２０－

２、２－３２０－３との間に、基板ＷＦを加圧するための同心状の複数の加圧室が形成さ

れる。複数の加圧室はそれぞれ、加圧路２－３１３を介して圧力調整部２－３０と連通し

ている。圧力調整部２－３０は、各加圧室に供給する圧力流体の圧力を調整する圧力調整

機能を有している。複数の加圧室を形成することによって、基板吸着部材２－３３０を介

して研磨パッド２－３５２に対する基板ＷＦの押圧力をエリアごとにコントロールするこ

とができる。本実施形態によれば、減圧手段２－３１を用いて多孔質部材２－３３４を負

圧にすることによって基板吸着面２－３３４ａに基板ＷＦを吸着するとともに、圧力調整

部２－３０によって加圧室を加圧することによって基板吸着部材２－３３０を介して基板

ＷＦを研磨パッド２－３５２に押圧することができる。 

 【００９４】 

 また、図１５に示すように、トップリング２－３０２は、ベース部材２－３０１の枠部

材２－３４４に囲まれていない部分（具体的にはフランジ２－３０３）の外側側面と枠部

材２－３４４の外側側面とを接続するバンド２－３４５をさらに含む。バンド２－３４５

は、フランジ２－３０３の外側側面から上部枠部材２－３４２の外側側面に渡って取り付

けられている。バンド２－３４５は、基板吸着部材２－３３０のベース部材２－３０１に

対する変位を許容するとともに、基板吸着部材２－３３０とベース部材２－３０１との間

の空間に研磨液などが浸入するのを防止する。 

 【００９５】 

 本実施形態によれば、基板処理装置２－１０００を構成する各部品の製造公差などに起

因して、トップリング２－３０２または研磨パッド２－３５２が貼り付けられる研磨テー

ブル２－３５０などに傾きが生じる場合であっても、基板ＷＦを均一に研磨パッド２－３

５２に押圧することができる。すなわち、本実施形態によれば、基板吸着部材２－３３０

は、ベース部材２－３０１に固定されるのではなく、弾性部材２－３４０によって保持さ

れている。このため、仮にトップリング２－３０２または研磨テーブル２－３５０に傾き

が生じて基板ＷＦが研磨パッド２－３５２に片当たりしたとしても、弾性部材２－３４０

の弾性によって基板吸着部材２－３３０を研磨パッド２－３５２の研磨面にならわせ、そ

の結果、基板ＷＦを研磨パッド２－３５２に平行に接触させることができる。したがっ

て、本実施形態によれば、基板ＷＦを均一に研磨パッド２－３５２に押圧することができ

る。 

 【００９６】 

 これに加えて、本実施形態によれば、コンパクトなトップリングを実現することができ

る。すなわち、弾性部材を介して基板吸着部材をベース部材に支持する場合には、例えば
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ベース部材の下面の中央に開口を設け、開口に基板吸着部材を設置し、開口を形成する周

縁部の枠状部材と基板吸着部材とを弾性部材で接続することが考えられる。しかしなが

ら、このような構成では、多孔質部材から真空吸引するための吸引路をトップリングの枠

状部材を通して引き回そうとすると、枠状部材のスペースの制約に起因してトップリング

の平面サイズが大きくなり、トップリングのコンパクト化を妨げるおそれがある。 

 【００９７】 

 これに対して本実施形態のトップリング２－３０２では、基板吸着部材２－３３０が、

ベース部材２－３０１の少なくとも一部を囲む枠部材２－３４４を含み、枠部材２－３４

４とベース部材２－３０１とを弾性部材２－３４０で接続している。したがって、本実施

形態のように減圧部２－３３４ｂが多孔質部材２－３３４の側面２－３３４ｄに設けられ

ており、吸引路２－３１２をトップリング２－３０２の外周部を通して引き回す場合であ

っても、枠部材２－３４４の平面サイズを大きくする必要はなく、その結果、トップリン

グ２－３０２をコンパクトに製造することができる。なお、トップリング２－３０２また

は枠部材２－３４４の平面サイズとは、トップリング２－３０２または枠部材２－３４４

を平面視した（トップリングシャフト２－１８に沿った方向から見た）ときのトップリン

グ２－３０２または枠部材２－３４４の大きさのことである。 

 【００９８】 

 次に、本実施形態のトップリング２－３０２の別の態様を説明する。図１６は、一実施

形態のトップリングを概略的に示す断面斜視図である。図１７は、一実施形態のトップリ

ングを概略的に示す断面図である。図１８は、一実施形態のトップリングの一部を拡大し

て概略的に示す断面図である。図１６から図１８に示す実施形態においては、図１５の実

施形態と重複する構成について説明を省略する。 

 【００９９】 

 図１６および図１７に示すように、ベース部材２－３０１は、トップリングシャフト２

－１８に連結されたフランジ２－３０３と、フランジ２－３０３の下面に取り付けられた

スペーサ２－３０４と、スペーサ２－３０４の下面に取り付けられた上部ガイド部材２－

３０５と、上部ガイド部材２－３０５の下面に取り付けられた枠状の下部ガイド部材２－

３０６と、を含んで構成される。フランジ２－３０３と、スペーサ２－３０４と、上部ガ

イド部材２－３０５は、ボルト２－３０７によって固定される。上部ガイド部材２－３０

５と下部ガイド部材２－３０６は、弾性部材２－３４０を挟んでボルト２－３２６によっ

て固定される（図では固定形態を模式的に簡略化している）。遮蔽部材２－３３２、上部

枠部材２－３４２、および下部枠部材２－３４３は、ボルト２－３０８によって固定され

る。弾性膜２－３２０－１、２－３２０－２、２－３２０－３の端部はそれぞれ、上部ガ

イド部材２－３０５の下面の異なる位置に各々のホルダーを介してボルト２－３２５によ

って固定される（図では固定形態を模式的に簡略化している）。 

 【０１００】 

 図１８に示すように、遮蔽部材２－３３２は、多孔質部材２－３３４の側面２－３３４

ｄの周囲を囲む枠状の下部遮蔽部材２－３３２－１と、下部遮蔽部材２－３３２－１およ

び多孔質部材２－３３４の上面（基板吸着面２－３３４ａとは反対側の面２－３３４ｃ）

を覆う上部遮蔽部材２－３３２－２と、を含む。また、本実施形態においては、多孔質部

材２－３３４の減圧部２－３３４ｂは、多孔質部材２－３３４の上面の周縁部に設けられ

る。吸引孔２－３３６は、一方の端部が減圧部２－３３４ｂに接続され、下部遮蔽部材２

－３３２－１と上部遮蔽部材２－３３２－２との間を外周方向に延び、下部枠部材２－３

４３および上部枠部材２－３４２を貫通して上方向に延び、他方の端部が上部枠部材２－

３４２上に設けられた吸引ポート２－３１４に接続される。 

 【０１０１】 

 図１９は、一実施形態の基板のパターン領域および非パターン領域を概略的に示す平面

図、および、一実施形態の基板吸着部材を概略的に示す平面図である。図１９（Ａ）は、
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一実施形態の基板のパターン領域および非パターン領域を概略的に示している。図１９

（Ａ）に示すように、本実施形態の基板ＷＦは、配線または機能性チップなどが設けられるパ

ターン領域２－１０と、配線または機能性チップなどが設けられない非パターン領域２－２０と、

を有する。図１９（Ａ）に示すように、非パターン領域２－２０は、基板ＷＦの周縁部に設けられ

るとともに、周縁部を除く領域を上下に２分割するように直線状に設けられる。パターン領域２－

１０は非パターン領域２－２０に囲まれた領域に設けられる。図１９（Ｂ）に示すように、多孔質

部材２－３３４の減圧部２－３３４ｂは、基板ＷＦの非パターン領域２－２０に対応して

設けられる。減圧部２－３３４ｂは、本実施形態においては、４箇所設けられた吸引孔２

－３３６に接続される。本実施形態では、減圧部２－３３４ｂが基板ＷＦの非パターン領

域２－２０に対応して設けられるので、減圧部２－３３４ｂが設けられている場所が局所

的に負圧となり基板ＷＦへの押圧力が作用し難くなったとしても、基板ＷＦのパターン領

域２－１０における研磨プロファイルには影響を及ぼさない。 

 【０１０２】 

 図２０は、一実施形態の基板吸着部材を概略的に示す斜視図である。図２１は、図２０

におけるＡＡ領域を拡大した図である。図２０に示すように、本実施形態においては、吸

引孔２－３３６に対応する４箇所に吸引ポート２－３１４が設けられている。各吸引ポー

ト２－３１４は吸引路２－３１２および吸引コネクタ２－３１１を介して図示していない

減圧手段３１に接続される。 

 【０１０３】 

 図２０および図２１に示すように、上部枠部材２－３４２は、上部枠部材２－３４２の

四隅にそれぞれ設けられたストッパ２－３４６を含む。ストッパ２－３４６は、上部枠部

材２－３４２の異なる箇所を、枠内部を跨いでアーチ状に結ぶように構成され、本実施形

態では、上部枠部材２－３４２の隅を形成する２辺をアーチ状に接続するように構成され

る。一方、上部ガイド部材２－３０５は、上部ガイド部材２－３０５の四隅のそれぞれに

設けられたパッド２－３０９を含む。パッド２－３０９は、ストッパ２－３４６に対応す

る位置に設けられる。パッド２－３０９は、ストッパ２－３４６とは異なる高さ位置にお

いて上部枠部材２－３４２の隅に円板状に形成される。ストッパ２－３４６とパッド２－

３０９は、トップリング２－３０２を平面視したときに所定の領域において相互にオーバ

ーラップしている。したがって、ストッパ２－３４６とパッド２－３０９との接触によっ

て基板吸着部材２－３３０の高さ方向の動きを規制することができる。 

 【０１０４】 

 図１６から図２１に示した実施形態によれば、図１５に示した実施形態と同様に、基板

吸着部材２－３３０は、ベース部材２－３０１に固定されるのではなく、弾性部材２－３

４０によって保持されている。このため、仮にトップリング２－３０２または研磨テーブ

ル２－３５０に傾きが生じて基板ＷＦが研磨パッド２－３５２に片当たりしたとしても、

弾性部材２－３４０の弾性によって基板吸着部材２－３３０を研磨パッド２－３５２の研

磨面にならわせ、その結果、基板ＷＦを均一に研磨パッド２－３５２に押圧することがで

きる。これに加えて、図１６から図２１に示した実施形態によれば、図１５に示した実施

形態と同様に、基板吸着部材２－３３０は、ベース部材２－３０１の少なくとも一部を囲

む枠部材２－３４４を含み、枠部材２－３４４とベース部材２－３０１とを弾性部材２－

３４０で接続している。したがって、吸引路２－３１２をトップリング２－３０２の外周

部を通して引き回す場合であっても、枠部材２－３４４の平面サイズを大きくする必要は

なく、その結果、トップリング２－３０２をコンパクトに製造することができる。 

 【０１０５】 

 以上、いくつかの本発明の実施形態について説明してきたが、上記した発明の実施形態

は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定するものではない。本発

明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得るとともに、本発明にはその等価

物が含まれることは勿論である。また、上述した課題の少なくとも一部を解決できる範
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囲、または、効果の少なくとも一部を奏する範囲において、特許請求の範囲および明細書

に記載された各構成要素の任意の組み合わせ、または、省略が可能である。 

 【０１０６】 

 本願は、一実施形態として、基板を保持するためのトップリングであって、回転シャフ

トに連結されたベース部材と、前記ベース部材に取り付けられ、前記ベース部材との間に

基板を加圧するための加圧室を形成する弾性膜と、基板を吸着するための基板吸着面およ

び減圧手段と連通する減圧部を有する多孔質部材を含み、前記弾性膜に保持される基板吸

着部材と、を含む、トップリングを開示する。 

 【０１０７】 

 このトップリングは、基板吸着部材が弾性膜によって保持されているため、基板が研磨

パッドに片当たりしたとしても、弾性膜の弾性によって基板を研磨パッドに平行に接触さ

せることができ、その結果、基板を均一に研磨パッドに押圧することができる、という効

果を一例として奏する。 

 【０１０８】 

 さらに本願は、一実施形態として、基板を保持するためのトップリングであって、回転

シャフトに連結されたベース部材と、前記ベース部材に取り付けられ、前記ベース部材と

の間に基板を加圧するための加圧室を形成する弾性膜と、基板を保持するための基板保持

面の算術平均粗さＲａが５μｍ以下になるように鏡面仕上げされている弾性板状部材を含

み、前記弾性膜に保持される基板保持部材と、を含む、トップリングを開示する。 

 【０１０９】 

 このトップリングは、基板保持部材の基板保持面を鏡面仕上げすることによって、基板

と基板保持面との間の摩擦力を向上させて基板を基板保持面に密着保持することができ

る。その結果、本実施形態によれば、基板の周囲をガードするためのリテーナ部材を用い

ることなく、研磨中に基板がスリップアウトするのを防止することができる、という効果

を一例として奏する。 

 【０１１０】 

 さらに本願は、一実施形態として、前記基板吸着部材は、前記多孔質部材と、前記多孔

質部材の前記基板吸着面とは反対側の面および前記多孔質部材の側面を遮蔽するように構

成された遮蔽部材と、を含む、トップリングを開示する。 

 【０１１１】 

 このトップリングは、減圧手段（真空源）によって多孔質部材を真空引きした場合に、

負圧を基板吸着面に効率よく形成することができるので、基板を基板吸着部材に確実に吸

着することができ、研磨中に基板が基板吸着部材からスリップアウトするのを防止するこ

とができる、という効果を一例として奏する。 

 【０１１２】 

 さらに本願は、一実施形態として、前記遮蔽部材は、前記多孔質部材を露出させるよう

に形成された穴を含み、前記減圧部は、前記穴が形成された位置に設けられる、トップリ

ングを開示する。 

 【０１１３】 

 このトップリングは、遮蔽部材に形成された穴を介して多孔質部材を減圧することがで

きるので、基板を基板吸着部材に確実に吸着することができ、研磨中に基板が基板吸着部

材からスリップアウトするのを防止することができる、という効果を一例として奏する。 

 【０１１４】 

 さらに本願は、一実施形態として、前記基板吸着部材は、複数の前記多孔質部材と、前

記複数の多孔質部材のそれぞれの前記基板吸着面とは反対側の面を遮蔽するように構成さ

れた遮蔽部材と、を含み、前記遮蔽部材は、前記複数の多孔質部材のそれぞれを露出させ

るように形成された複数の穴を含み、前記減圧部は、前記複数の穴が形成された位置にそ

れぞれ設けられる、トップリングを開示する。 
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 【０１１５】 

 このトップリングは、基板吸着部材の全体を減圧手段（真空源）によって減圧すること

ができるので、大型の基板であっても基板をしっかりと基板吸着部材に吸着することがで

き、その結果、研磨中に基板がトップリングからスリップアウトすることを防止すること

ができる、という効果を一例として奏する。 

 【０１１６】 

 さらに本願は、一実施形態として、前記ベース部材は、前記基板吸着部材の周囲を囲む

ように設けられた下部ガイド部材と、前記下部ガイド部材の上部に設けられた上部ガイド

部材と、を含み、前記弾性膜は、前記基板吸着部材の前記基板吸着面とは反対側の面を覆

う中央部と、前記上部ガイド部材と前記下部ガイド部材との間に挟持される端部と、を含

むトップリングを開示する。 

 【０１１７】 

 このトップリングは、上部ガイド部材と下部ガイド部材との間に端部が挟持される弾性

膜によって基板吸着部材が保持されているため、基板が研磨パッドに片当たりしたとして

も、弾性膜の弾性によって基板を研磨パッドに平行に接触させることができ、その結果、

基板を均一に研磨パッドに押圧することができる、という効果を一例として奏する。 

 【０１１８】 

 さらに本願は、一実施形態として、前記弾性膜は、複数枚の弾性膜を含み、前記複数枚

の弾性膜は、前記基板吸着部材の前記基板吸着面とは反対側の面に接続される中央部と、

前記ベース部材の異なる位置に固定される端部と、を含み、前記ベース部材と前記複数枚

の弾性膜との間に基板を加圧するための複数の加圧室を形成するように構成される、トッ

プリングを開示する。 

 【０１１９】 

 このトップリングは、複数の加圧室を形成することによって、研磨パッドに対する基板

の押圧力をエリアごとにコントロールすることができる、という効果を一例として奏す

る。 

 【０１２０】 

 さらに本願は、一実施形態として、前記基板吸着部材の端部において前記弾性膜を挟ん

で前記基板吸着部材と連結されるとともに前記基板吸着部材よりも外側に張り出すフラン

ジ部を有する複数のストッパ部材をさらに含み、前記ベース部材は、前記基板吸着部材の

周囲を囲むように設けられた下部ガイド部材と、前記下部ガイド部材の上部に設けられた

上部ガイド部材と、を含み、前記上部ガイド部材と前記下部ガイド部材は、前記ストッパ

部材の前記フランジ部の上下方向の移動を規制する規制面を有する、トップリングを開示

する。 

 【０１２１】 

 このトップリングは、基板吸着部材の上下方向の移動範囲を所望の範囲に規制すること

ができる、という効果を一例として奏する。 

 【０１２２】 

 さらに本願は、一実施形態として、上記のいずれかのトップリングと、研磨パッドを保

持するように構成された研磨テーブルと、を有する、基板処理装置を開示する。 

 【０１２３】 

 この基板処理装置は、基板吸着部材が弾性膜によって保持されているため、基板が研磨

パッドに片当たりしたとしても、弾性膜の弾性によって基板を研磨パッドに平行に接触さ

せることができ、その結果、基板を均一に研磨パッドに押圧することができる、という効

果を一例として奏する。 

 【０１２４】 

 本願は、一実施形態として、基板を保持するためのトップリングであって、回転シャフ

トに連結されたベース部材と、基板を吸着するための基板吸着面および減圧手段と連通す
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る減圧部を有する多孔質部材、前記多孔質部材の前記基板吸着面とは反対側の面および側

面を遮蔽するように構成された遮蔽部材、および前記ベース部材の少なくとも一部の周囲

を囲むように前記遮蔽部材に設けられた枠部材、を含む基板吸着部材と、前記ベース部材

の前記枠部材に囲まれた少なくとも一部と前記枠部材とを接続する弾性部材と、を含む、

トップリングを開示する。 

 【０１２５】 

 さらに、本願は、一実施形態として、前記遮蔽部材は、前記多孔質部材と連通するよう

に形成された吸引孔を含み、前記減圧部は、前記吸引孔が形成された位置に設けられる、

トップリングを開示する。 

 【０１２６】 

 さらに、本願は、一実施形態として、前記吸引孔は、前記多孔質部材の上面の周縁部ま

たは前記多孔質部材の側面に連通するように前記遮蔽部材に形成される、トップリングを

開示する。 

 【０１２７】 

 さらに、本願は、一実施形態として、前記枠部材は、前記遮蔽部材の上面の周縁部に設

けられた下部枠部材と、前記下部枠部材の上に設けられた上部枠部材と、を含み、前記ベ

ース部材は、前記回転シャフトに連結されたフランジと、前記フランジの下部に設けられ

前記フランジよりも小さな平面サイズを有する上部ガイド部材と、前記上部ガイド部材の

下部に設けられた枠状の下部ガイド部材と、を含み、前記弾性部材は、前記上部ガイド部

材と前記下部ガイド部材との間に挟持される内側端部と、前記下部枠部材と前記上部枠部

材との間に挟持される外側端部と、を有する板状部材である、トップリングを開示する。 

 【０１２８】 

 さらに、本願は、一実施形態として、前記上部枠部材または前記下部枠部材は、前記ベ

ース部材の方向に突出する枠部材突起を含み、前記上部ガイド部材または前記下部ガイド

部材は、前記枠部材突起とは異なる高さ位置において前記上部枠部材または前記下部枠部

材の方向に突出し、前記枠部材突起とオーバーラップするガイド部材突起を含む、トップ

リングを開示する。 

 【０１２９】 

 さらに、本願は、一実施形態として、前記上部枠部材または前記下部枠部材は、前記上

部枠部材または前記下部枠部材の異なる箇所を、枠内部を跨いでアーチ状に結ぶストッパ

を含み、前記上部ガイド部材または前記下部ガイド部材は、前記ストッパとは異なる高さ

位置において前記ストッパとオーバーラップするパッドを含む、トップリングを開示す

る。 

 【０１３０】 

 さらに、本願は、一実施形態として、前記ベース部材と前記基板吸着部材との間に基板

を加圧するための複数の加圧室を形成するように構成された複数枚の弾性膜をさらに含

む、トップリングを開示する。 

 【０１３１】 

 さらに、本願は、一実施形態として、前記ベース部材の前記枠部材に囲まれていない部

分の外側側面と前記枠部材の外側側面とを接続するバンドをさらに含む、トップリングを

開示する。 

 【０１３２】 

 さらに、本願は、一実施形態として、上記のいずれかに記載のトップリングと、研磨パ

ッドを保持するように構成された研磨テーブルと、を有する、基板処理装置を開示する。 

【符号の説明】 

 【０１３３】 

１８ トップリングシャフト（回転シャフト） 

３１ 減圧手段（真空源） 
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３００ 研磨ユニット 

３０１ ベース部材 

３０２ トップリング 

３０３ フランジ 

３０４ スペーサ 

３０５ 上部ガイド部材 

３０５ａ，３０６ａ 規制面 

３０６ 下部ガイド部材 

３２０、４０２、４２０ 弾性膜 

３２２ 加圧室 

３３０ 基板吸着部材 

３３２ 遮蔽部材 

３３４ 多孔質部材 

３３４ａ 基板吸着面 

３３４ｂ 減圧部 

３５２ 研磨パッド 

４３０ 基板保持部材 

４３１ 弾性板状部材 

４３１ａ 基板保持面 

１０００ 基板処理装置 

２－１８ トップリングシャフト（回転シャフト） 

２－３１ 減圧手段（真空源） 

２－３０１ ベース部材 

２－３０２ トップリング 

２－３０３ フランジ 

２－３０５ 上部ガイド部材 

２－３０５ａ ガイド部材突起 

２－３０６ 下部ガイド部材 

２－３０９ パッド 

２－３１２ 吸引路 

２－３１４ 吸引ポート 

２－３２０ 弾性膜 

２－３３０ 基板吸着部材 

２－３３２ 遮蔽部材 

２－３３２－１ 下部遮蔽部材 

２－３３２－２ 上部遮蔽部材 

２－３３４ 多孔質部材 

２－３３４ａ 基板吸着面 

２－３３４ｂ 減圧部 

２－３３４ｃ 基板吸着面３３４ａとは反対側の面 

２－３３４ｄ 側面 

２－３３６ 吸引孔 

２－３４０ 弾性部材 

２－３４０ａ 内側端部 

２－３４０ｂ 外側端部 

２－３４２ 上部枠部材 

２－３４２ａ 枠部材突起 

２－３４３ 下部枠部材 
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２－３４４ 枠部材 

２－３４５ バンド 

２－３４６ ストッパ 

２－１０００ 基板処理装置 

ＷＦ 基板 
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【書類名】特許請求の範囲 

【請求項１】 

 基板を保持するためのトップリングであって、 

 回転シャフトに連結されたベース部材と、 

 前記ベース部材に取り付けられ、前記ベース部材との間に基板を加圧するための加圧室

を形成する弾性膜と、 

 基板を吸着するための基板吸着面および減圧手段と連通する減圧部を有する多孔質部材

を含み、前記弾性膜に保持される基板吸着部材と、 

 を含む、トップリング。 

【請求項２】 

 請求項１に記載のトップリングであって、 

 前記基板吸着部材は、前記多孔質部材と、前記多孔質部材の前記基板吸着面とは反対側

の面および前記多孔質部材の側面を遮蔽するように構成された遮蔽部材と、を含む、 

 トップリング。 

【請求項３】 

 請求項２に記載にトップリングであって、 

 前記遮蔽部材は、前記多孔質部材を露出させるように形成された穴を含み、 

 前記減圧部は、前記穴が形成された位置に設けられる、 

 トップリング。 

【請求項４】 

 請求項１に記載のトップリングであって、 

 前記基板吸着部材は、複数の前記多孔質部材と、前記複数の多孔質部材のそれぞれの前

記基板吸着面とは反対側の面を遮蔽するように構成された遮蔽部材と、を含み、 

 前記遮蔽部材は、前記複数の多孔質部材のそれぞれを露出させるように形成された複数

の穴を含み、 

 前記減圧部は、前記複数の穴が形成された位置にそれぞれ設けられる、 

 トップリング。 

【請求項５】 

 請求項１から４のいずれか一項に記載のトップリングであって、 

 前記ベース部材は、前記基板吸着部材の周囲を囲むように設けられた下部ガイド部材

と、前記下部ガイド部材の上部に設けられた上部ガイド部材と、を含み、 

 前記弾性膜は、前記基板吸着部材の前記基板吸着面とは反対側の面を覆う中央部と、前

記上部ガイド部材と前記下部ガイド部材との間に挟持される端部と、を含む 

 トップリング。 

【請求項６】 

 請求項１から５のいずれか一項に記載のトップリングであって、 

 前記弾性膜は、複数枚の弾性膜を含み、 

 前記複数枚の弾性膜は、前記基板吸着部材の前記基板吸着面とは反対側の面に接続され

る中央部と、前記ベース部材の異なる位置に固定される端部と、を含み、前記ベース部材

と前記複数枚の弾性膜との間に基板を加圧するための複数の加圧室を形成するように構成

される、 

 トップリング。 

【請求項７】 

 請求項１から６のいずれか一項に記載のトップリングであって、 

 前記基板吸着部材の端部において前記弾性膜を挟んで前記基板吸着部材と連結されると

ともに前記基板吸着部材よりも外側に張り出すフランジ部を有する複数のストッパ部材を

さらに含み、 
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 前記ベース部材は、前記基板吸着部材の周囲を囲むように設けられた下部ガイド部材

と、前記下部ガイド部材の上部に設けられた上部ガイド部材と、を含み、 

 前記上部ガイド部材と前記下部ガイド部材は、前記ストッパ部材の前記フランジ部の上

下方向の移動を規制する規制面を有する、 

 トップリング。 

【請求項８】 

 基板を保持するためのトップリングであって、 

 回転シャフトに連結されたベース部材と、 

 前記ベース部材に取り付けられ、前記ベース部材との間に基板を加圧するための加圧室

を形成する弾性膜と、 

 基板を保持するための基板保持面の算術平均粗さＲａが５μｍ以下になるように鏡面仕

上げされている弾性板状部材を含み、前記弾性膜に保持される基板保持部材と、 

 を含む、トップリング。 

【請求項９】 

 請求項１から８のいずれか一項に記載のトップリングと、 

 研磨パッドを保持するように構成された研磨テーブルと、を有する、 

 基板処理装置。 

 

【請求項１０】 

 基板を保持するためのトップリングであって、 

 回転シャフトに連結されたベース部材と、 

 基板を吸着するための基板吸着面および減圧手段と連通する減圧部を有する多孔質部

材、前記多孔質部材の前記基板吸着面とは反対側の面および側面を遮蔽するように構成さ

れた遮蔽部材、および前記ベース部材の少なくとも一部の周囲を囲むように前記遮蔽部材

に設けられた枠部材、を含む基板吸着部材と、 

 前記ベース部材の前記枠部材に囲まれた少なくとも一部と前記枠部材とを接続する弾性

部材と、 

 を含む、トップリング。 

【請求項１１】 

 請求項１０に記載にトップリングであって、 

 前記遮蔽部材は、前記多孔質部材と連通するように形成された吸引孔を含み、 

 前記減圧部は、前記吸引孔が形成された位置に設けられる、 

 トップリング。 

【請求項１２】 

 請求項１１に記載にトップリングであって、 

 前記吸引孔は、前記多孔質部材の上面の周縁部または前記多孔質部材の側面に連通する

ように前記遮蔽部材に形成される、 

 トップリング。 

【請求項１３】 

 請求項１０から１２のいずれか一項に記載のトップリングであって、 

 前記枠部材は、前記遮蔽部材の上面の周縁部に設けられた下部枠部材と、前記下部枠部

材の上に設けられた上部枠部材と、を含み、 

 前記ベース部材は、前記回転シャフトに連結されたフランジと、前記フランジの下部に

設けられ前記フランジよりも小さな平面サイズを有する上部ガイド部材と、前記上部ガイ

ド部材の下部に設けられた枠状の下部ガイド部材と、を含み、 

 前記弾性部材は、前記上部ガイド部材と前記下部ガイド部材との間に挟持される内側端

部と、前記下部枠部材と前記上部枠部材との間に挟持される外側端部と、を有する板状部

材である、 
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 トップリング。 

【請求項１４】 

 請求項１３に記載のトップリングであって、 

 前記上部枠部材または前記下部枠部材は、前記ベース部材の方向に突出する枠部材突起

を含み、 

 前記上部ガイド部材または前記下部ガイド部材は、前記枠部材突起とは異なる高さ位置

において前記上部枠部材または前記下部枠部材の方向に突出し、前記枠部材突起とオーバ

ーラップするガイド部材突起を含む、 

 トップリング。 

【請求項１５】 

 請求項１３に記載のトップリングであって、 

 前記上部枠部材または前記下部枠部材は、前記上部枠部材または前記下部枠部材の異な

る箇所を、枠内部を跨いでアーチ状に結ぶストッパを含み、 

 前記上部ガイド部材または前記下部ガイド部材は、前記ストッパとは異なる高さ位置に

おいて前記ストッパとオーバーラップするパッドを含む、 

 トップリング。 

【請求項１６】 

 請求項１０から１５のいずれか一項に記載のトップリングであって、 

 前記ベース部材と前記基板吸着部材との間に基板を加圧するための複数の加圧室を形成

するように構成された複数枚の弾性膜をさらに含む、 

 トップリング。 

【請求項１７】 

 請求項１０から１６のいずれか一項に記載のトップリングであって、 

 前記ベース部材の前記枠部材に囲まれていない部分の外側側面と前記枠部材の外側側面

とを接続するバンドをさらに含む、 

 トップリング。 

【請求項１８】 

 請求項１０から１７のいずれか一項に記載のトップリングと、 

 研磨パッドを保持するように構成された研磨テーブルと、を有する、 

 基板処理装置。 

 

 

  


